GaAsBIi/AlAs kvantiniy duobiy tyrimai persSvie¢iamuoju elektroniniu mikroskopu

GaAsBI/AlAs quantum wells characterisation by HRTEM
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Per§vieCiamoji elektroniné mikroskopija — aukstos
skiriamosios gebos tyrimy instrumentas, taip pat
leidziantis atlikti ir elementing bei fazing (difrakcing) itin
mazy kiekiy ar netgi atskiry sluoksniy ar priemaiSiniy
faziy analizg.

Siame darbe buvo tiriamas Bi nanolay (~10nm
skersmens) susidarymas GaAsBi/AlAs supergardeléje
atkaitinant aukStoje temperatiiroje.

GaAsBi/AlAs  supergardelé  buvo  uzauginta
molekuliniy pluosteliy epitaksijos (MBE) budu ant 100
orientacijos GaAs padékly. Detaliai auginimo procesas
apraSytas [1].

Bandiniai po auginimo buvo atkaitinti jvairiose
temperatiirose nuo 650 °C iki 750 °C azoto atmosferoje
180s. Siekiant iSvengti GaAs skilimo aukStoje
temperatiiroje, atkaitinimo metu bandiniai buvo
uzdengiami GaAs padéklu.

Bandiniai TEM analizei buvo paruosti FEI Helios
nanolab 650 skenuojanéiu elektroniniu mikroskopu
(SEM) su fokusuoty Ga jony S$altiniu (FIB). Paruosimo
metu i§ padéklo buvo iSpjauti 10 um x 2 um dydzio
skerspjiiviai, kurie po to buvo nuploninti iki skaidrumo
elektronams (storis ~30-50 nm).

TEM analizé atlikta FEI Tecnai G20 X-Twin aukstos
skiriamosios  gebos  perSvie¢iamuoju  elektroniniu
mikroskopu su CCD kamera (Gatan), EDX
spektrometru (Edax) ir skenavimo moduliu bei HAADF
detektoriumi STEM darbo reZimui. Skiriamoji geba
vaizdo rezimu — 0,14 — 0,28 nm.

Darbo metu istirta, kad atkaitinimo metu Bi
perteklius i§ GaArBi susirenka j Bi klasterius, kuriuose
isikristalina metalinio Bi kvantiniai taskai. ISmatuoti
EDX zZemélapiai jrodo, kad AlAs sluoksniai efektyviai
veikia kaip barjerai ir neleidzia Bi susimai$yti tarp
skirtingy kvantinés gardelés sluoksniy. Bi kvantinio
tasko dydj riboja kvantinés duobés sluoksnio storis (1
pav.). Taip pat buvo padarytos aukstos skiriamosios
gebos  nuotraukos,  kurioms  atlikus  Fourier
transformacija galutinai patvirtinta, kad Bi sankaupos
yra sudarytos i§ gryno metalinio Bi.

Persviediamosios elektroninés mikroskopijos
metodu nustatyta GaAsBi/AlAs kvantiniy duobiy
struktlira, jrodytas metalinio Bi kvantiniy tasky
susidarymas, nustatyta, kad Sie kvantiniai taskai sudaryti
i§ metalinio Bi fazes

Bi bkt iS T

1 pav. GaAsBi/AlAs kvantinés duobés STEM HAADF
nuotrauka (virSuje) ir atskiry elementy EDX Zemélapiai
(apacioje)
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